$ 2018 0063

Inventia se referd la tehnologia micro- §i nanoelectronicii semiconductoare, in particular la tehnologia sol-gel de
obtinere a filmelor continue de oxid de zinc si poate fi utilizata la producerea dispozitivelor optoelectronice.

Metoda sol-gel de obtinere a filmelor continue microcilindrice de oxid de zinc in invelis de sticla include prepararea
solutiei de formare a filmelor de oxid de zinc - sol, depunerea unui strat subtire de sol pe suprafata interioara a unuia
sau a mai multor microcapilare de sticld prin centrifugare, uscarea filmelor microcilindrice in vid la 300...350°C,
repetarea procedurilor de depunere si uscare de cateva ori, tratamentul termic in aer la 450...550°C timp de 1 ord
urmat de tratamentul termic la 500...550°C in vid la presiunea de 1.10° mm Hg timp de 1...4 ore, dupi care
microcapilarele vidate cu filmele microcilindrice obtinute sunt racite, iar capetele lor sunt etangate in situ la
temperatura de ntdrire §i uscare a mate-rialului de etansare.
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